
 

図 1 パルス積重数を変化させたときの GaNに形成した円偏光 LIPSS の表面 SEM像 
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1. はじめに:レーザー誘起周期構造（laser-induced periodic surface structure; LIPSS）は、レーザー

照射によって基板表面に形成されるナノオーダーの周期構造である。LIPSS によるデバイスの特

性制御を目指し、デバイス特性に影響を与える LIPSSの形状制御を試みてきた[1]。レーザーの偏

光によって LIPSSの形状が変化することが知られているが[2]、特に円偏光についての報告は少な

く、構造形成の過程が明らかになっていない。本研究では、レーザーパルス積重数を変化させ円

偏光レーザーによる LIPSS 形成過程を調べた。 

2. 実験方法: フェムト秒レーザー（FCPA μJewel D-10K；パルス幅 450fs、波長 1045nm、IMRA 

America）を用い、1/4 波長板でレーザーの偏光を円偏光にした。約 15µm に集光したレーザー光

を GaN(0001)基板に照射した。GaN 基板は、レーザー照射前後にアセトン、HF（10wt%）、超純

水、IPA でそれぞれ 5 分間洗浄した。レーザーのエネルギーフルエンス、パルス積重数を変化さ

せ、その影響を調べた。 

3. 実験結果: レーザーの繰り返し周波数 100kHz、平均光強度 150mW、パルス積重数 Nを 10-500 

pulsesに変化し照射した GaN 基板の表面 SEM像を図 1に示す。N=10で直径が 100-500 nmのアブ

レーション痕が形成され、N=50でアブレーション痕は拡大し、その内部に渦巻状の構造が形成さ

れ始めた。N=100 では渦巻状の構造同士が合体し、渦巻状の構造に沿ってドット構造が形成され

た。このドット構造の周期は約 180nmだった。更にパルスを重ねると、レーザー照射領域が V字

状にアブレーションされ、その傾斜部では周期 250nm程度の線状の平行な構造が形成された。 
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